electronic electronic
Germanium-pnp-Mesatransistor der Bauform A 4/15 — 4a nach TGL 11811 fiir Vor-, Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz,
Kollektor-Basis-Reststrom -lceo 8 uA
~Ucs = 20V
Kollektor-Emitter-Reststrom -lceo 500 uA
-Uce = 15V
Emitter-Basis-Reststrom -lgso 100 A
-Ues = 0,3V
Kollektor-Basis-Stromverhé&ltnis ha21e 10 30
& ~Uce = 12V
A . -le = 1,5mA
I - &
8 (e e} s A
£ Q ¥ Dynamische Kennwerte
L5,3 75 J J Ubergangsfrequenz fr 250 MHz 600 MHz
-Uce = 12V
Masse ca. 0,4 g -lc = 1,5mA
f = 100 MHz
Wérmewiderstand Rithia = 0,75 grd/mW
Warmewiderstand Renje < 0,35 grd/mW ij!:t:chmuﬁz . F 7.8dB  9dB
-lc = 1,5 mA
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich f = 800 MHz
Kollektor-Basis-Spannung _Ucso — 20V Rq = 60 L
Kollektor-Emitter-Spannung -Ugso = 15V Kollektor- | hags |
Emitter-Basis-Spannung -Uceo = 0,3V Rickwirkungszeitkonstante o 4,5 ps
Gesamtverlustleistung Pv = 85 mW -Ucs = 12V
bei #« = 25°C -le = 1,5mA
Kollektorstrom -l = 10 mA f = 30 MHz
Basisstrom e — 1mA o o
Sperrschichttemperatur 9, = 60°C Rickwirkungskapazitdt -Ci2e 0,25 pF
Betr:ebstempercturbereich —25°C bis +65°C :ll-ice ; :'25VmA
f = 500 kHz
Ausgangskapazitdt Ca2p 1,1 pF
-Uce = 12V
le = 0
f = 2 MHz
m VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS‘NEUHAUS VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS
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RELE GF 145 GF 145 T
electronic elecrronﬁ
Min, Typ Max. N
Vierpolparameter Yiio (5,5 —] 14,5) m$S o f
~Uce = 12V Yizb (—0,27 —j 0,31) mS
-le = 1,5 mA Votn (10 +j 12y mS s ol
f — 800 MHz Vesb (0,4 +j 7.5) mS . LR
-Ucs — 12V Yitb (39,5 -] 18,5) mS \ £
-Ig = 1,5mA Yazb (—0,06 —j 0,15) mS > £ 8
f = 200 MHz Yaib (—29 +j 24) mS \\ ; = f
Yoob (0,08 4j 1,5) mS \ © ;‘g
> ]
Leistungsverstérkung Gob 9dB 11,5 dB N S g
-Ucs = 12V i\\ \\
P oA — T
—_ z ] T~ g
]
Schaltungsprinzip zur Gpb-Messung bei 800 MHz
=) =) ) ™~ Ty vy S o ~ = QQ
- 220p R.= 15482 Leitungs-
- IF krels mit
Auskopplung
- —C
AC=12p \ )
45 — \
L] 80 wa. \ \ \ \ 4
hY \ 3 3 \ 3 \ I \ < \< <
60 S S ] S a \1 R E B
Tl K i ~N S 8 g I8 s R
® T < \
J - d .JL \ -~
+Ueg ~Uze J
Ry == der auf den Kollektor transformierte Lastwiderstand .
5 = -~
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 145 - ) ‘é
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